A 2N4g77
et 2N4978
i ' ﬁil%ﬁ-CSF Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 2N4979
Saiantsch it dem Gehus verbunden, I L
em Gehéuse verbunden.
N 'D C')\ “‘5{ ‘é-—*ég
I 3
Anwendung Vorwiegend fiir schnelle - s.sas I’ 533 = 12,7
Schalter und Chopper. max max  min
1018 (0.32g}
Grenzwerte bei Ty = 259C
Drain-Source-Spannung Ups 30
Gate-Source-Spannung ~Ugs 30 \
Gate-Drain-Spannung -Ugp 30
Gate-Strom Ig 10 mA
Gesamtverlustleistung T = 250C Piot 0,3 w
Tg=25°C 1,8
Sperrschichttemperatur Tj 200 oc
Lagertemperatur Ts —55...+200 oc
163/04.74
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2N4977
2N4978
2N4979

Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren

Kennwerte bei T, = 25°C

Gate-Source-Strom -Ugg=15V -lgso <0,5 nA
'D = 0
Gate-Drain-Strom -Ugp=15V -lgpo <0,5 nA
|s =0
—UGD= 1BV —IGDO <1 uA
IS =0
Ty = 150°C
Gate-Source- Reststrom Upg=0 _|GSS <0,5 nA
—UGS =15V
Gate-Source- UDS =0 —U(BR)GSS =30 v
Durchbruchspannung —lgs=THA
Drain-Source-Sperrstrom Upg=15V Ipsx <0,5 nA
' _UGS =12V
—UGS =12V
Ty = 150°C
Drain-Strom Upg =20V Ipss V! 2N4977 | =50 mA
Ugs=0 2 N 4978 =15
2 N 4979 =75
Abschniirspannung Upg=15V -Ugs off 2 N 4977 4...10 \Y
Ip=1nA 2 N 4978 2...8
2 N 4979 05...5
Drain-Source- Ugg=0 Upssat 2 N 4977 <0,4 \%
Sattigungsspannung Ip=25mA
UGS =0 UDSSGT 2 N 4978 <0,4 \Y
Ip=10mA
Ugg =0 Upssat 2 N 4979 <0,4 Y
‘D =5 mA
Drain-Source- Ugs=0 DS on 2 N 4977 <15 Q
DurchlaBwiderstand Ip=1mA 2 N 4978 <20
2 N 4979 <40
Kleinsignal-Drain- Source Ugs=0 Tds on 2 N 4977 <15 Q
DurchlaRwiderstand Ip=0 2 N 4978 <20
f=1kHz 2 N 4979 <40

1) Impulsmessung: th= 300us, 06 =<3%




2N4977

@ 2N4978
THOMSON-CSF Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 2N4979
Kennwerte bei Ty = 250C
Eingangskapazitat - Ugs=0 C11ss <60 pF
f=1MHz
Ups =0
Riickwirkungskapazitat Upg=0 C12¢s <8 pF
—Ugg=12V
f=1MHz
Einschaltverzogerungszeit Upp=6V t4 (on) 2 N 4977 <5 ns
i i Ugs on=0
Anstiegszeit ~Uggx = 10V t, <5
Ausschaltzeit Ip on~25 MA toff <20
Einschaltverzogerungszeit Upp=6V t4 (on) 2 N 4978 <5 ns
U =0
Anstiegszeit GS on t <10
—Uggx =8V | T
Ausschaltzeit Ip on~ 10 MA toff <40
Einschaltverzogerungszeit Upp=6V t4 (on) 2N 4979 <10 ns
U =0
Anstiegszeit GSon t <30
~Ugsx =5V d
Ausschaltzeit Ip on~5 MA toff <60
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2N4977
2N4978
2N4979

Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren

MeRschaltung fiir Schaltzeiten

Generator U Oszilloskop
2p=509 ! - Z;=509Q
t, <lns | t, <04 ns
ty <lns _l—r K
ty ~110 ns
6=10%
50
ke
t
Uy 2
OV—T— —
2 N 4977 -Ugsx 10V 90
2 N 4978 8V 0%,
2 N 4979 5V . U_G_&_ 10%
= ' t
f r
Uz toff ton
taloff)| b tdion) tr
=Yoo 10%
anagre | PO | Toma '
m
2 N 4979 5 mA °
ledm:zs Q |%0%
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2N4977
'0‘ ' 2N4978

THOMSON-CSF Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 2N4979

Temperaturabhangigkeit der
Gesamtverlustleistung
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2N4977
2N4978

2N 4979 . Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren

Drainstrom <

Drainstrom
'p = flUpg) Ip = ((Upg)
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' ‘ 2N4977
L 2 2N4978
THOM Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 2N4979
Drainstrom < Drainstrom
|D=f(Uos) |D=f(Uos)
) T t = 300 Ip I : 1
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2N4977
2N4978
2N4979

Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren

Drainstrom <
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’ ‘ ) 2N4977
<® 2N4978
THOMSON-CSF Si-N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 2N4979
Eingangskapazjtat Riickwirkungskapazitat
C11ss = flUgs) C12ss = f(Upg)
Cliss Upg= BV s Ugs= 12V
- f =1MHz f = IMHz
Ty =25% Ty = 25°
107
6
4
z\\
o e o'
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l’ 4 —
3
2 2
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0 5 Wm 5 ~Ugs(V) 051015 2025 Upg(V)
Kleinsignal-Drain-Source- .
DurchlaBwiderstand
rgs = flUgs)
Tds .
Q)
2
. INLG79| 2N478f 2N49T77
10
5
2
108 !
5 ! f
I
2
w L
7= Ups=0
SA— A Ugs =100mV eff
' — Ty =25
== f =z 1KkHz
ml |

01 2 3 4 56 7 -Ugv
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